Особенности механических свойств полупроводниковых материалов на основе кристаллов CdTe и методы их изучения.
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Теллурид кадмия является перспективным материалом класса широкозонных полупроводников. CdTe обладает шириной запрещённой зоны 1,44 эВ при 300 K[1], что делает возможным его использование в детекторах рентгеновского излучения при температурах близких к комнатным. Использование малого объёма CdTe способствует увеличению разрешения и качества изображения. Так же CdTe отлично поглощает солнечное излучение, что обуславливает его применение в солнечных батареях.

Кристаллы CdTe в нормальных условиях обладают кубической кристаллической решёткой, которая схожа со структурой сфалерита. Важной особенностью подобной структуры является отсутствие центра симметрии или инверсии, что означает, что слои Cd – Te ориентированы вдоль направлений <111>. Вследствие этого кристаллы являются полярными, и имеют разные физические и химические свойства по различным плоскостям и направлениям, что называется анизотропией свойств. Данная особенность обуславливает требование к изучению свойств кристалла по разным направлениям. Важными характеристиками, сильно зависящими от анизотропии, являются механические свойства, в частности твёрдость.
Объектом исследования работы являлись кристаллы CdTe, выращенные модифицированным методом Обреимова-Шубникова с различным примесным составом, во ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН. Проводилось исследование твёрдости методом наноиндентирования [2] при помощи прибора НаноСкан-3D (НаноСкан, Россия). Индентором служила трёхгранная пирамида Берковича. 

Исследование характеристик проводились по двум рабочим плоскостям, первая была  образованна сколом по плоскости спайности (110), вторая рабочая плоскость (111). Образец подвергался шлифовке и полировке алмазными порошками, так как состояние поверхности является важным фактором, который необходимо учитывать при проведении наноиндентирования. 

Исследование проводилось в диапазоне нагрузок от 10 до 70 мН. Был получен массив из 72 точек с приложением разной нагрузки в каждой точке, из которого было выведено усреднённое значение твёрдости. 
Были получены следующие данные: Для образца CdTe, содержащего небольшое количество примесей Cl твёрдость по плоскости (111) составляет 0,91±0,09 GPa, по плоскости (110) составляет 0,88±0,08. Для образца CdTe, содержащего примеси Ni и Fe твёрдость по плоскости (111) составляет 0,79±0,05 GPa, по плоскости (110) твёрдость составляет 0,69±0,05 GPa. Исследования показали, что значения, полученные на разных образцах и на разных плоскостях, отличались друг от друга, что доказывает существование анизотропии свойств.
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